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POJACAVA C SA ZAJEDNICKOM BAZOM
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STEPEN SA ZAJEDNCKIM EMITOROM U

PREKIDACKOM REZIMU

e TRANZISTOR U ZASICENJU - UKLJUCEN
PREKIDAC

e TRANZISTOR ZAKOCEN - ISKLJUCEN PREKIDAC

*Vee

I
Re @
ob.racm

racuhena
-P—OVI
Re
v o——-M TR .
- T . \\{ | ‘cE

P . g,.tm»u. PR
| HARGRCTRY |

e VREME IZLASKA TRANZISTORA 1Z ZASICENJA
(PRELAZAK U ZAKOCENI REZIM) SE SMANJUJE
SA SMANJIVANJEM R



FOTOTRANZISTORI

KORISTE APSORPCIJU SVETLOSTI YA GENERISANJE
SLOBODNIH NOSILACA KAO I FOTODIODE, S TIM DA
POMOCU MEHANIZMA STRUINOG POJACANJA PRI ISOJ
JACINI SVETLOSTI SE DOBIJA VECA KOLEKTORSKA
STRUJA

POSTOJE I FOTOFET TRANZISTORI, I FOTOTIRISTORI
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OPTOKAPLER

e ELEMENTI SA SVETLOSNOM SPRGOM SE
NAZIVAJU OPTOKAPLERI

e OVI ELEMENTI PREDSTAVLJAJU KOMBINACIJU
FOTOEMITUJUCE DIODE I FOTOOSETLIIVOG
ELEMENTA KAO STO SU DIODA, TRANZISTOR ILI
TIRISTOR




PRIMER OPTOKAPLERA
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e OPTOKAPLERI SE PRETEZNO KORISTE U DIGITALNIM

SISTEMIMA ZA PRENOS INFORMACIJE: IMA SIGNALA NEMA
SIGNALA

e VREDDNOST OTPRNIKA UTICE NA
VREME IZLASKA 1Z ZASICENJA FOTO TRANZISTORA



TRANZISTORI SA EFEKTOM
POLJA

e FET (FIELD EFFECT TRANSISTORS) - KORISTI SE
ELEKTRICNO POLJE ZA KONTROLU INTENZITETA
STRUJE IZMEDU IZLAZNIH PRIKLJUCAKA;

e ELEKTRIGNO POLJE SE JAVLIA KAO POSLEDICA
NAPONA PRIKLJUCENOG NA UPRAVLIACKU
ELEKTRODU - GEJT (GATE)

e IZLAZNI PRIKLJUGCI SE NAZIVAJU SORS
(SOURCE) I DREJN (DRAIN)

e FET TRANSISTORI SE DELE NA

JFET — SPOJNI TRANZISTORI SA EFEKTOM
POLJA

IGFET- FET SA IZOLOVANIM GEJTOM



FET (JFET) TRANZISTORI
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OBLAST
PROSTORNOG
TOVARA

e V0, Vg=0, KANAL IMA NAJVE CU
PROVODNOST

* Vg Vp=Vesorn FET ZAKOCEN
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(a) (b)

e KAKO Vs RASTE SIRINA OBLASTI PROSTORNOG
TOVARA DUZ KANALA POSTAIJE SVE
NERAVNOMERNIJA(KANAL JE NAJUZI KOD DREINA)

e SVE DOK JE Vgp=Vee-Vps>Vp

STRUJA DREINA ZAVISI I OD Vpe I OD Vg OVA
OBLAST RADA SE NAZIVA TRIODNA OBLAST RADA



FET U ZASICENJU

o KADA JE

* Vop=VesVps<Vp Ves=Vp

e« KANAL JE USTINUT KOD REJNA DOK KOD’SORSA
NIJE USTINUT | FET ULAZI U OBLAST ZASCENJA

KADA STRUJA DREJNA VEOMA MALO ZAVISI OD
NAPONA Ve
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STATICKA KARAKTERISTIKA
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POLARIZACIJA FETOVA
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POLARIZACIJA FETOVA PRIMER

e Vpp=15V, V=-2V, R=1kQ, Ry=3kQ I 5s=4mA
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EKVIVALENTNO KOLO FETA
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FET POJACAVA C PRIMER

o lpe=4mA, Vp=-3V, V,=100V, R.=5kQ, Ve=-1.5V,
Vpp=12V
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FET KAO PREKIDAC

e STANJE PREKIDACA SE KONTROLISE SA Vs

e KADA JE FET ZAKOCEN V<V, PREKIDAC
OTVOREN

e PREKIDAC ZATVOREN: FET PROVODI I IMA MALU
OTPORNOST
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MOSFET

e KOD MOSFETA IZMEDU METALNE ELEKTRODE GEJTA I
POLUPROVODNIKA SE NALAZI OKSID SILICIJUMA; OVA

STRUKTURA FORMIRA KONDENZATOR

e MOSFETOVI MOGU BITI :SA UGRADENIM I INDUKOVANIM

KANALOM
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STATICKE KARAKTERISTIKE MOSFETA
SA UGRADENIM KANALOM
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MOSFET SA INDUKOVANIM
KANALOM

e NEMA SLOJA POLUPROVODNIKA IZMEDU DREJNA
I SORSA
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STATICKE KARAKTERISTIKE MOSFETA
SA INDUKOVANIM KANALOM
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POLARIZACIJA MOSFETOVA SA
UGRADENIM KANALOM
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POLARIZACIJA MOSFETA
- SA INDUKOVANIM KANALOM




EKVIVALENTNO KOLO MOSFETA
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